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é‘ Technologie de composants intéegrés en

silicium : JOPE(2um)/KAREL(0.6um)

Enseignant responsable : Laurent Montés (ENSERG/INPGrenoble)

Autres enseignants _: Panagiota Morfouli (ENSERG), Edwige Bano (ENSERG), Jalal Jomaah (ENSERG),
Raphaél Clerc(ENSPG), Fabien Volpi (ENSEEG).

Obijectifs du TP_ : Fabriquer, caractériser et simuler des composants intégrés (résistances, capacités,
diodes, transistor NMOS a grille polySi) en technologie silicium MOS 2um (JOPE) ou 0.6um (KAREL).
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Nettoyage iffusion, Dépot Lithographie Gravur&R| Pulvérisation
» Caractérisation physique : en cours et en fin degss
Microscope Optique Profilométrie Ellipsométrie MEB

» Caractérisation électrique des transistors NMO$sé&sa: 2 séances de 4 heures
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» Simulation technologique et électrique : 2 séaeed heures
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Silvaco — Athena Atlas

» Caractérisation électrique de transistors submigt@s 0.25 um : 1 séance de 4 heures

Formations utilisatrices  : Master CSINA (UJF-Grenoble) — Master Il EEATS (U3Fenoble) — ENSPG
(INPG-Grenoble) Instum. Phys. 2A — ENSPG Phys. GmnpA (Grenoble) — ENSERG 3A (Grenobl
— Licence Pro IUT GE2 Grenoble - European SchooNanosciences & Nanotechnologies (UJF/INFR
— IUT Tours GEIl Lic. Pro - Polytech Marseille GB& 3 Polytech Montpellier — Polytech Grenoble
Matériaux et 31 3A — Polytech Tours GE 3A - Mas3&tl (ULP Strasbourg) — Master Instum et
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Microelec (Univ. Strasb.1- Univ. Nancy 1)






